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論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文は強磁性ナノ導通フィラメントを有する抵抗変化メモリに関するものである。抵
抗変化メモリは次世代メモリとして期待されているが、フィラメントの形成メカニズムの
詳細が未だ明らかになっていない。そのような状況の中、論文提出者は強磁性体電極を用
いた抵抗変化メモリ素子において、低抵抗のオン状態にて異方性磁気抵抗効果が発現する
ことを世界で初めて確認した。これにより、電極を構成する金属原子が酸化物中に拡散し
て低抵抗な金属フィラメントを形成したことが明らかとなった。本研究成果は、抵抗変化
メモリのフィラメント形成メカニズムへの直接の証拠を示したのみでなく、メモリ機能に
さらにスピントロニクス機能も付与可能な新機能素子の可能性を示すものである。 
 
論 文 審 査 結 果 の 要 旨 
 磁性体電極を有する抵抗変化メモリにおける、ナノ導通フィラメントの磁気伝導特性に
関して、様々な見地から質問がなされたが、大塚氏はそれらに対して適切にまた要点を得
て応答した。その結果、本博士論文の主要業績の技術的な意味及び独創性が確認された。
また、１０件（うち７件が第一著者）の査読あり論文業績を有することも含めて審査
した結果、大塚慎太郎君は博士号学位取得に値すると判断された。 
 
 
